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ABSTRAK 

Disertasi ini membincangkan tentang pergerakan ion Hidrogen dalam Silikon pada 

sudut tuju, bilangan ion serta tenaga yang berbeza. Jumlah tenaga yang dipelbagaikan 

adalah pada lOkeV, lO0keV, lO00keV yang masing-masing mempunyai sudut tuju 0°, 

30° dan 60° dengan jumlah ion 100, 1000 dan 1000 setiap satunya. Kaedah yang 

digunakan dalam projek ini adalah simulasi perisia computer SRIM dengan kaedah 

pengiraan TRIM. Kajian mengenai pergerakan ion ini merangkumi penelitian terhadap 

penilaian secara kuantitatif bagaimana ion hilang tenaga kepada pepejal, 

penyebaranion selepas berhenti dalam pepejal, kesan terhadap atom pepejal dari segi 

kerosakan kekisi Silikon, pengionan atom serta penghasilan fonon dalam Silikon 

apabila ion melaluinya. Melalui kajian ini didapati tiga factor utama tersebut 

mempengaruhi pergerakan ion Hidrogen dalam Silikon. 



ABSTRACT 

This writing presents the theory and applications of computer programs to predict the 

stopping and range phenomena of the penetration of energetic Hydrogen ions of 

different incident energy with different total number of ions at different incident 

angles into Silicon. It is primarily concerned with the quantitative evaluation of how 

the ions lose energy to the solid and the final distribution of Hydrogen ion after stop 

within Silicon. Also considered are the first order effects on the atoms of the solid, 

particularly the electronic excitation of the atoms, the lattice damage and the 

production of phonons in Silicon by the Hydrogen ions. The computer programs 

which use to predict these phenomena are the SRIM Simulation with TRIM 

Calculation of Full Damage Cascades. The main finding of this studied are the effects 

of these parameters to the stopping and range of Hydrogen ion in Silicon. 
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4.117 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 103 

4.118 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 

YmelawanZ 104 

4.119 Plot taburan jarak penembusan bagi 10 000 ion 105 

4.120 Penyerakan ion sahaja pada paksi X melawan Y 105 

4.121 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

Xmelawan Y 106 

4.122 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 106 

4.123 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 

YmelawanZ 107 

(100 ion) 

4.124 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 107 

4.125 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 108 

4.126 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 108 

4.127 Taburan ion bagi tenaga unruk sentakan 109 

(1000 ion) 

4.128 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 109 

4.129 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 110 

4.130 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 110 

4.131 Taburan ion bagi tenaga untuk sentakan 111 

(10 000 ion) 

4.132 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 111 



4.133 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 

4.134 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 

4.135 Taburan ion bagi tenaga untuk sentakan 

Bagi tenaga 100 ke V sudut 60°

4.136 Plot taburan jarak penembusan bagi 100 ion 

4.137 Penyerakan ion sahaja pada paksi X melawan Y 

4.138 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

Xmelawan Y 

4.139 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 

4.140 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 

YmelawanZ 

4.141 Plot taburan jarak penembusan bagi 1000 ion 

4.142 Penyerakan ion sahaja pada paksi X melawan Y 

4.143 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

Xmelawan Y 

4.144 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 

4.145 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 

YmelawanZ 

4.146 Plot taburan jarak penembusan bagi 10 000 ion 

4.147 Penyerakan ion sahaja pada paksi X melawan Y 

4.148 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

Xmelawan Y 

4.149 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 

112 

112 

113 

113 

114 

114 

115 

115 

116 

116 

117 

117 

118 

118 

119 

119 

120 



4.150 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 

YmelawanZ 

(100 ion) 

4.151 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 

4.152 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 

4.153 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 

4.154 Taburan ion bagi tenaga untuk sentakan 

(1000 ion) 

4.155 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 

4.156 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 

4.157 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 

4.158 Taburan ion bagi tenaga untuk sentakan 

(10 000 ion) 

4.159 Taburan Ion bagi kehilangan tenaga dalam proses pengionan 

4.160 Kehilangan tenaga akibat penghasilan fonon melalui pergerakan 

Ion dan sentakan atom 

4.161 Taburan ion bagi Fenomena kerosakan kekisi Silikon 

4.162 Taburan ion bagi tenaga untuk sentakan 

Bagi tenaga 1.0 Me V sudut 0°

4.163 Plot taburan jarak penembusan bagi 100 ion 

4.164 Penyerakan ion sahaja pad.a paksi X melawan Y 

4.165 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

Xmelawan Y 

4.166 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi membujur 

XmelawanZ 

4.167 Penyerakan ion dan sentakan atom pada paksi melintang 
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